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    図 1 Al1-xInxN薄膜の(a) 歪、(b) 価電子帯エネルギー、(c) A励起

子の振動子強度、(d) 面内偏光度。図中の点は実験値、線は理論

曲線。 
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【はじめに】AlInN 混晶は、AlNと InNの間で非常に大きくバンドギャップを変化させられるこ

とや、 GaNと格子整合させ、かつ GaNとの屈折率差を得ることができるなど、特徴的な物性を

持つ半導体混晶である。しかしながら、高品質な試料を得るための結晶成長が難しいことなどか

ら、InGaNや AlGaNなどといった他の混晶系と比べて報告例は少なく、特に、m面 AlInNの光学

特性に関する報告はほとんどない。本報告では、m面 GaN基板上にエピタキシャル成長した AlInN

薄膜 1)の光学特性を実験的・理論的に評価した結果について議論する。 
 

【試料構造と評価方法】本研究で用いた試料は、ハイドライド気相法成長 m面 GaN基板（貫通転

位と積層欠陥の密度は、共に検出限界以下）の上に、有機金属気相成長法により約 1 µm厚の GaN

下地層を介してエピタキシャル成長した、膜厚 500～600 nmの AlInN薄膜である。試料が内包す

る歪は X線逆格子空間マッピング等により評価した。また、バンド端発光の偏光特性を理論的に

予測するため、k�p法に基づく数値解析を行った。 
 

【結果】図 1(a)に a軸、m軸および c軸の各々に対する、測定で得られた歪（点）と理論的に得

られる歪の InNモル分率依存性（実線）を描画する 1)。InNモル分率が 15%よりも低い試料にお

いては、部分的ないしは大部分の格子緩和がみられるが、それより高いモル分率の領域ではほぼ

コヒーレント成長している 1)。試料がコヒーレント成長していると仮定して価電子帯構造を計算

した結果を図 1(b)に示す。図から明らかなように、a軸整合する InNモル分率(17.7%)および a軸

と m軸が等しい歪となる InNモル分率(19.5%)付近で価電子帯の混成が生じており、この領域で

各々のバンド間(励起子)遷移の偏光特性が著しく変化すると予想される。これを確かめるため、低

温におけるバンド端発光を支配する、A励起子の振動子強度を計算した結果が図 1(c)である。予

想通り、InNモル分率 17%前後で偏光方向が変化しており、高い InNモル分率領域では E//cが支

配的となることが分かった。最後に、振動子強度 fを用いて、 ( ) ( )cEaEcEaE ffffP //////// +−= と定

義して面内偏光度 Pを計算した結果を図 1(d)に示す。振動子強度と同様に、InNモル分率 17%前

後で面内偏光度についても変調が生じる。特に、発光を支配すると考えられる A励起子遷移に関

しては、おおむね負の偏光度が観測されると予想できる結果となった。また以上の結果は、文献

2とも整合する。当日は、偏光度

の実測結果などと比較して、よ

り詳細な検討結果について議論

する。 
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